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(54) Titie: NON-CXDNDUCnVE SUBSTRATE FORMING A BAND OR PANEL. ON WHICH ARE FORMED A PLURALITY OF 
SUPPORT ELEMENTS 

(54) Bezeichnung: NICHT-LEITENDES, EIN BAND ODER EINEN NUTZEN BILDENDES SUBSTRAT. AUF DBM EINE VIELZAHL 
VON TRAGERELEMENTEN AUSGEBILDET 1ST 

(57) Abstract 

The invention relates to a nonMxmducdve substrate (2) foiming 
a band or panel on which aie embodied a plurality of support 
elements, notably for incorporation into a chip card. One side of 
the substrate (2) has conductive contact surfaces (6) which lie within 
an outer contour line (4) that determines the size of one support 
element. The other side of the substrate (2) has conductive strucUires 
(9, 10, 11. 14, 15) which, within the outer contour line (4), form at 
least contact areas (11) for at least one coil to be contacted and at 
least one semi-conductor chip. Outside each outer contour line (4) 
the invention provides for recesses (13) in the substrate (2), through 
which the connections to the coil of die semi-conductor chip can 
be accessed for test purposes from the side of the contact surface as 
long as the support element remains in the band or panel. 

(57) Zusanimenfassung 

Nicht-leitendes. ein Band Oder einen Nutzen bildendes Substrat 
(2), auf dem eine Vielzahl von Trftgerelementen, insbesondere zum 
Einbau in erne Chipkarte, ausgebildet ist, indem die eine Seite 
des Substrats (2) mit leitenden Kontaktfl&chen (6) versehen ist. 
die inneihalb eiher die GrdBe eines Tr&gerelementes bestimmenden 
AuBenkontudinie (4) liegen. wobei die andere Seite des Substrats 
(2) mit Leiterstrukturen (9, 10, 11, 14, 15) versehen ist, die 
innerhalb der Aufienkonturlinie (4) zumindest Kontaktfelder (11) 
fOr wenigstens eine zu kontaktierende Spule und wenigstens eineii 
Halbleiterchip bilden und wobei auBerhalb jeder AuBenkonturlinie 
(4) Ausnehmungen (13) im Substrat (2) sind. durch die hindurch zu 
Testzwecken ein Zugriff auf SpulenanschlOsse des Halbleiterchips 

von der KontaktflUchenseite mftglich ist, solange das Tragerelement noch im Band Oder im Nutzen ist 
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Be s chre ibung 

Nicht-leitendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes Sub^ 
strat, auf dem eine Vielzahl von Trager element en ausgebildet 

ist " : . ^ 

Ein Tragerelement , das aus einem solchen Substrat herausge- 
trennt ist, ist aus den Figuren 8 und 9 der EP 0 671 705 A2 
bekannt . Das dortige Tr&ger element ist zum Einbau in eine 
Chipkarte vorgesehen, die sowolil kontaktbehaf tet iiber eine 
Anzahl von Kontaktf lachen als auch kontaktlos uber eine An- 
tennenspule, beispielsweise {iber transformatorische Kopplung, 
betrieben werden kann. 

Tragerelemente fur Chipkarten dienen der mechainischen Halte- 
rung des Halbleiterchips und weisen aufierdem die zur Kontak- 
tierung des Chips notigen Kontaktf lachen auf. Sie werden so- 
wohl in rein kontaktbehaf teten Chipkarten eingesetzt, so dafi 
ein Zugriff auf den Halbleiterchip nur uber die Kontaktf ISche 
mdglich ist, als auch in sogenannten Kombikarten, bei denen 
zusatzlich ein kontaktloser Zugriff mittels Lditerschleif en 
in. der Karte und/oder auf dem TrSgerelement bder dem Chip 
m6glich ist. Die Leiterschleif en werden zu diesera Zweck mit 
Spulenanschlixssen des Halbleiterchips verbunden. 

Diese Tragerelemente werden iiblicherweise nicht einzeln, son- 
dern auf einem langen Band oder einem grofif ladhigen Nutzen 
aus einem nicht -leitenden Material in groSen Stuckzahlen her- 
gestellt. Dieses - im folgenden als Substrat bezeichnete - 
Band Oder der Nutzen werden zunSchst durch beispielsweise 
Stanzen von Ausnehmungen strukturiert und dann einseitig mit 
einer Kupferfolie kaschiert, die anschlieSend beispielsweise 
durch Atzen strukturiert wird, so daS die Kontaktf lachen fur 
die einzelnen Tragerelemente gebildet werden. Alle leitenden 
Strukturen sind zun^chst noch durch schmale Leitungen elek- 
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trisch lei tend miteinander verbunden, utn eine galvanische 
Oberf lachenveredelung durchfuhren zu konnen. 

Die Halbleiterchips werden auf der den Kontaktf ISchen gegen- 
5 uberliegenden Seite des Sxibstrats befestigt und mittels Bond- 
drShte durch die Ausnehtmingen elektrisch mit den Kontaktfia- 
chen verbunden. Vor einem Funktionstest der Halbleiterchips, 
der noch im Band oder Nutzen stattfindet, werden die schmalen 
Leitungen mittels Stanzen durchtrennt, so dafi die Kontaktfia- 
10 Chen elektrisch voneinander isoliert sind; 

Beim TrSgerelement der EP 0 671 705 A2 sind die Spulenan- 
schlusse des Halbleiterchips durch Ausnehmungen im Substrat 
hindurch mit Kontaktf lachen auf der dem Chip gegenuberliegen- 

15 den Seite des S\abstrats verbunden.. Die Enden einer anzu- 

schliefienden Antennenspule werden ebenf alls mit diesen Kon- 
taktf lachen durch hierfur vorgesehene Ausnehmungen im 
Substrat hindurch mit zwei dieser Kontaktf ISchen verbunden. 
Die Kontaktfl&chen dienen also als Verbindungselemente zwi- 

20 ischen Spule und Halbleiterchip. Dies hat abe.r den Nachteil, 

dafi die Spulenanschlxisse des Halbleiterchips von der Kontakt- 
flachenseite her zugSnglich sind, auch nachdem die TrSgerele- 
, mente vereinzelt sind.' 

25 Die Aufgabe vorliegender Erfindung ist es daher, ein Tragere- 
lement, das auf einem Substrat heirgestellt wir^, anzugeben, 
bei dem die Spulenanschlusse eines zu montierenden Halblei- 
terchips von der Kontaktf lachenseite her zuganglich sind, so- 
lange das Tragerelement noch im Band oder Nutzen ist und nach 

30 der Vereinzelung diese Zugrif f sm5glichkeit unterbunden ist. 

Die Aufgabe wird gemSS Anspruch 1 durch TrSgerelemente auf 
einem Band- oder Nutzen- fdrmigen, nicht-leitenden, metallka- 
schierten Substrat geldst, bei denen auch die zweite Seite 
35 des Substrats mit Leiterstrukturen versehen ist, die inner- 
halb der AxiBenkonturlinie des TrSgerelements zumindest Kon- 
taktelemente ffir wenigstens eine zu kontaktierende Spule und 
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wenigstens einen Halbleiterchip bilden und bei denen aufier- 
halb der Aufienkonturlinie Ausnehmungen im Subs t rat sind/ 
durch die hindurch zu . .Testzwecken ein Zugriff auf Spulerian- 
schlGsse des Halble^iterchips von der Kontaktf ISchenseite her 
radglich ist, solange das Tragerelement nbch im Band Oder im 
Nutzen ist. 

Hierdurch ist es moglich, den Halbleiterchip zu testen, so- 
lange das TrcLgerelement noch nicht aus dem Band oder dem Nut- 
zen herausgetrennt ist. Die Ausnehmungen im Substrat erlauben 
einen Zugriff auf die Chipseite des Substrats von der Kon- 
taktf lachenseite her. Wenn das Tragerelement jedoch aus dem 
Band Oder Nutzen getrennt ist, sind die Ausnehmungen nicht 
mehr Bestandteil des Tragerelement s, da sie aufierhalb dessen 
Aufienkontur liegen. Somit ist beim vereinzelten Tragerelement 
kein Zugriff auf die Spulenanschlusse des Halbleiterchips von 
der Kontaktf lachenseite her mehr moglich. Wenn das Tragerele- 
ment in eine Karte eingebracht ist und somit ein Zugriff auf 
die Spulenanschlusse nur noch kontaktlos tiber die angeschlos- 
sene Antenne moglich ist, kann von der Kontaktf lachenseite 
her kein AbhSren ocler Stdren bzw. kein elektrischer Zugriff 
Oder eine Manipulatign der kontaktlosen Dateniibertragung er- 
folgen, 

/* ■- • • 

Um den Testzugrif f auf die Spulenanschlusse des Halbleiter- 
chips moglichst einfach zu gestalten, konnen in vorteilhaf ter 
Weise die Ausnehmungen mit leitenden Flachen abgedeckt sein, 
die mit den Leiterstrukturen, mit denen der oder die Halblei- 
terchips und die Spule(n) verbunden werden, verbunden ist. 
Die Testspitzen konnen dann in einfacher Weise durch die Aus- 
nehmungen hindurch auf die Flache gesetzt werden. 

Eine weitere Ausbildung sieht vor, die Ausnehmungen auf der 
Kontaktf lachenseite des Substrats mit einer leitenden Flache 
abzudecken, die uber Durchkontaktierungen durch die Ausneh- 
mungen hindurch mit den Leiterstrukturen auf der Chipseite 
des Substrats verbunden sind. Die Durchkontaktierungen konnen 
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hierbei die Ausnehmungen ganz ausfullen oder aber nur deren 
Wande bedecken. 

Die Erf indung wird nachf olgend anhand eines Ausfuhruxigsbei- 
5 spiels mit Hilfe von Figuren naher erl&utert. Dabei zeigen: 

Figur 1 die Vorderansicht eines Ausschnittes aus einem 
Substratband und 

10 Figur 2 die Riickansicht eines Ausschnittes aus einem 
Substratband, . 

Die Figur 1 zeigt einen Ausschnitt aus einem Band 1, auf dem 
vier Tragerelemente paarweise ausgebildet sind. Es ist aller- 
15 dings moglich, eine grofiere Anzahl als zwei Tragerelemente 
nebeneinander auf dem Band anzuordnen. Das Band besteht aus 
einem nicht-leitenden Substrat 2, wobei als Material bei- 
spielsweise- glasfaserverstarktes Epoxidharz genommen werden 
kaim. 

20 . 
Das Substrat 2 weist Perforationen 3 entlang beider Rander 
auf, die dem Weitertransport mittels in die Perforationen 3 
eingreifender Mitnehmer, beispielsweise bei der Bestuckung 
des Bandes mit Halbleiterchips oder dem Funktionstest , die- 

25 nen. 

Die AuSenkontur eines Tragerelements ist durch eine strich- 
lierte Linie 4 angedeutet. Die. f ertig bestuckten Tragerele- 
mente werden entlang dieser Linie 4 aus dem Band 1 gestanzt 
30 Oder sonstwie herausgetrennt . 

Das nicht-leitende Substrat 2 wurde mit einer Metallfolie, 
vorzugsweise einer Kupferfolie, kaschiert. Durch anschlielSen- 
des Atzen wurde die Metallfolie strukturiert , so dafi Kontakt- 
35 flachen 5 innerhalb der TrSgerelementaufienkonturlinie 4 sowie 
weitere Kontaktf ISchen 6, die aufierhalb der AuSenkontur linie 
4 des Tragerelements liegen, entstanden. Die Kontakt flachen 
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5, 6 sind xiber schmale Leitungen 7 mit urn die Aufienkonturli- 
nien 4 herumlauf enden Leitungen 8 und somit alle tniteinander 
verbunden. Dieser elektrische KurzschluS ist notig, da die 
Kontaktf lachen 5,6 galvanisch oberf lachenveredelt werden. 

Figur 2 zeigt die cuidere Seite des Substrats 2, auf der der 
(nicht dargestellte) Halbleiterchip montiert wird. Auch diese 
Seite ist mit durch Metallf olienkaschieren und Atzen entstan- 
denen Leiterstrukturen 9, 10, li, 14, 15 versehen. 

Das S\ibstrat wurde zunSchst auf einer Seite mit einer Metall- 
folie kaschiert \ind anschlielSend mit Ausnehmungen 12, 13, die 
beispielsweise durch Stanzen erzeugt werden, versehen. Zum 
nachf olgenden Atzen der Leiterstrukturen 9, 10, 14, 15 mussen 
die Ausnehmungen 12 abgedeckt werden, so daS urn die Ausneh- 
mungen 12 herum Metallisierungen 11 verbleiben, die zur Kon- 
taktierung der Spulenanschlusse eines Halbleiterchips genutzt 
werden konnen. Die Metallisierungen 11 bilden jeweils ge- 
schlossene leitende Ringe um die Ausnehmungen 12 herum. Zur 
Vermeidung mogicherweise auftretender Wirbelstromverluste 
konnen aber auch Unterbrechungen vorgesehen werden. 

Von den Ausnehmungen 12, 13 liegen erste Ausnehmungen 12 in- 
nerhalb der AuSenkonturlinie 4 und dienen der elektrischen 
Verbindung des Halbleiterchips mit den auf der anderein Seite 
des Substrats 2 liegenden Kontaktf lachen 5 mittels BonddrSh- 
te. Zweite Ausnehmungen 13 sind als Durchkbntaktierungen aus- 
gefuhrt, die die weiteren Kontaktf lachen 6 fiber Leitungen 14 
mit SpulenanschluSkontaktf lachen 10 verbinden. 

Das Substrat 4 ist relativ flexibel. In einer Chipkarte wurde 
ein darauf montierter Halbleiterchip erheblichen Biegebela- 
stungen ausgesetzt sein. Grofiere Chips wurden sogar brechen, 
Aus diesem Grund wird ein (nicht dargestellter) Verstarkungs- 
rahraen auf der Chipseite des Tragerelements mit einem Iso- 
lierkleber aufgeklebt. Der VerstSrkungsrahmen ist vorzugswei- 
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se aus Metall, er kann aber auch aus einem anderen Material 
sein. 

Da die Tragerelemente iiblicherweise in die Chipkarte einge- 
5 klebt werden, itiufi entlang des Randes der Tragerelemente Platz 
fur den Kleber sein, so daS der Verstarkungsrahmen nur kriapp 
auSerhalb des Bereichs der Bondlocher 12 verlSuft. Da aufier- 
dem das Innere des Verstarkungsrahmens zum Schutz des oder 
der darin angeordneten Halbleiterchips und der Bonddrahte mit 
10 einer VerguSiiiasse .aufgefCillt wird, mussen Kontaktf lachen 10 

zum Anschlufi einer Antennenspule fur den kontaktlosen Betrieb 
des Halbleiterchips auSerhalb des Verstarkungsrahmens liegen. 
Andererseits mussen Leiterstrukturen 15 vorgesehen sein, die 
unter dem Rahmen in des sen Inneres zur Verbindung mit dem 
15 Halbleiterchip verlaufen. Da der Rahmen auf diesen Leiter- 
strukturen 15 instabil zum Liegen kame, ist eine der Form des 
Rahmens entsprechende Metallisierung 9 zumindest gleicher 
Dicke wie die Leiterstrukturen 15 unterhalb des Verstarkungs- 
rahmens auf dem Substrat 2 angeordnet. 
20 . 

Da dieser Metal 1 is ierungsring 9 und auch innerhalb des Rah- 
mens liegende Kontaktf elder 11, mit denen die Spulenanschlus- 
se des Halbleiterchips fiber Bonddrahte verbunden werden und 
die dann uber die Leiterstrukturen 15 mit den Spulenanschlufi- 
25 kontaktflachen 10 verbunden sind, parasitare Kapazitaten dar- 
stellen, wird ihre Fiache so klein als moglich gewahlt, um 
die Kapazitat so klein als moglich zu halten. 

Der Metallisierungsring 9 unter dem Verstarkungsrahmen darf 
3 0 nicht geschlossen sein, da sonst die Spulenenden kurzge- 

schlossen wurden. Dadurclj bilden sich jedoch zusatzliche pa- 
rasitare Kapazitat zwischen den of f enen Enden des Metallisie- 
rungsrings 9 und der oder den Leitungen 15 aus. Urn diese Ka- 
pazitaten so gering wie mSglich zu halten, ist der Spalt in 
35 detti Metallisierungsring unter dem RsOimen einerseits so grofi 
wie mSglich zu gestalten, andererseits aber nur so groIS, dafi 
die Vergufimasse nicht unter dem Rahmen herauslauf en kann. 
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Die auf dem Band Oder dem Nutzen f ertig montierten und gebon- 
deten Halbleiterchips warden, noch vor dem Vereinzeln auf dem . 
Band oder dem Nutzen getestet. Da jedoch alle Kontaktf lachen 
5 5, 6 elektrisch \iber die sqhmalen Leitungen 7 und 8 miteinanr 
der verbunden sind, miissen diese Leitungen zu'erst durchtrennt 
werden. Dies erf olgt durch Stanzen von Lochern 16- Diese sind 
aus Grunden der tJbersichtlichkeit in den Piguren 1 und 2 nur 
an einem Trftgerelement dargestellt. 

10 

Der Halbleiterchip laiSt sich nun uber die Kontaktf lachen 5 
wie im norraalen Betrieb in einer Chipkarte testen. Der kpn- 
taktlose Betrieb last sich in erf indungsgemSSer Weise von der 
Kontaktf lachenseite her liber die weiteren Kontaktf lachen 6, 
15 die uber die Durchkontaktierungen 13 und die Leitungen 14 mit 
den SpulenanschluSkontaktf lachen 10 verbunden sind, tiesten. 

Nach dem Vereinzeln der Tragerelemente sind die Leitungen 14 
durchtrennt und die Durchkontaktierungen 13 und die weiteren 

20 Kontaktf lachen 6 nicht Bestandteile eines Tragerelements, so 
daS ein Zugriff von der Kontaktseite des TrSgerelements auf 
die Spulenanschltisse des Halbleiterchips nicht mehr m6glich 
ist. Aufierdem ist dann bei einem in eine Chipkarte eingesetzr 
ten TrSgerelement ein Zugriff auf die Spulena!nschlusse nur 

25 noch uber eine angeschlossene Antennenspule mdglich. 

Um die Spulenanschliisse von der Kontaktseite her testen zu 
konnen, sind die weiteren Kontaktf lachen 6 nicht ixnbedingt 
notig, Es wurde ausreichen, die Ausnehmungen mit leitendem 
3.0 Material zu fullen. Allerdings wSre dann die von Testspitzen 
zu kontaktierende Flache deutlich kleiner. 

Eine weitere Moglichkeit besteht darin, die Ausnehmungen 13 
nicht als Durchkontaktierungen auszufuhren, sondern sie statt 
35 dessen auf der Chipseite mit Kontaktf lachen abzudecken. Die 
Testspitzen konnten dann durch die Ausnehmungen 13 hindurch 
mit diesen Kontaktf lachen in Kontakt gebracht werden. 
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Allen Ausfuhruhgsvarianten ist jedoch gemeinsam, daS ein Zu- 
griff auf die Spulenanschlixsse des Halbleiterchips von der 
KontaktfllLchenseite her nur raoglich ist, solange das Tragere- 
lement noch nicht vereinzelt, sondern noch Bestandteil eines 
Bandes oder eines Nutzens ist. 
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Patentanspruche . 

1. Nicht--leitendes, ein Band oder einen Nutzen bildendes 
Substrat (2) , auf dem eine Vielzahl von TrSgerelenienten« ins- 

5 besondere zum Einbau In eine Chipkarte, ausgeblldet Ist, in- 
dem die eine Seite des Substrats (2) mit leitenden Kontakt-' 
flSchen (6) versehen ist, die innerhalb einer die Grdfie eines 
Tragerelementes bestimmenden Aufienkonturlinie (4) liegen, 
dadiirch gekezmzeichnet, 
10 daS die andere Seite des Substrats (2) mit Leiterstrukturen 

(9, 10, 11, 14, 15) versehen ist, die innerhalb der AuSenkon- 
turlinie (4) zumindest Kontaktf elder (11) fur wenigstens eine 
zu kontakt ierende Spule und wenigstens einen Halbleiterchip 
bilden und 

15 daS auSerhalb jeder AuSenkonturlinie (4) Ausnehmungen (13) im 
Substrat (2) sind, durch die hindurch zu Testzwecken ein Zu- 
griff auf Spulenanschlusse des Halbleiterchips von der Kon- 
taktf ISchenseite moglich ist, solange das Tragerelement noch 
im Band oder im Nutzen ist. 

20 . 

2. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daS die 
Ausnehmungen (13) als mit den Leiterstrukturen (10, 11, 14, 
15) verbundene Durchkontaktierungen ausgebildet sifid und je- 
weils mit einer relativ kleinen zusAtzlichen, auSerhalb der 

25 Aufienkonturiinie (4) auf der Kontaktf ISchenseite angeordneten 
Kontaktf lache (6) in Verbindung sind. 

3. Substrat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS auf 
der der Kontaktf ISchenseite gegenuberliegenden- Seite die Aus- 

30 nehmungen (13) durch jeweils eine leitende, mit den Leiter- 
strukturen (10, 11) verbundene Flache abgedeckt sind. 

4. Substrat nach Anspruch l, dadurch gekennzeichnet, da£ die 
Ausnehmuingen (13) als mit den Leiterstrukturen (10, 11, 14, 

35 15) verbundene Durchkontaktierungen ausgebildet sind und je- 
weils mit einer der Kontaktf lachen (5) innerhalb der Aufien- 
konturlinie (4) in Verbindung sind. 
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